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Ю83  Компьютерное моделирование нанотехнологий, наномате-

риалов и наноструктур : математическое моделирование фото-
литографических процессов и процессов электронной лито-
графии при создании субмикронных структур и структур с на-
нометровыми размерами : курс лекций / С.Ю. Юрчук. – М. : 
Изд. Дом МИСиС, 2013. – 45 с. 

ISBN 978-5-87623-662-3 

Курс лекций описывает основные математические модели фотолитогра-
фии и электронной литографии, используемых при создании субмикронных 
структур. Приведены модели отдельных процессов фотолитографии: форми-
рование изображения в фоторезисте, экспонирование, травление фоторези-
ста. Показаны ограничения, которые накладываются на процесс фотолито-
графии. Приведена теория электронной эмиссии, используемая для модели-
рования формирования электронного пучка. Описан эффект близости, кото-
рый вносит ограничения в точность формирования изображения при элек-
тронной литографии. Показаны способы коррекции эффекта близости. 

Предназначен для студентов, обучающихся в магистратуре по направле-
нию 210100 «Электроника и наноэлектроника». 
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